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N> (57) Abstract: According to the invention, the sputter rate distribution along the sputter surface (3;) for a magnetron source may
be adj

ljusted during the sputter operation, whereby the separation of a piece (7,1, 7y1) of the magnet arrangement (7,, 7y), on the target
@ reverse side (3g) may be correspondingly altered.

(57) Zusammenfassung: Um wihrend des Sputterbtreibes die Sputterratenverteilung entlang der Sputterfléiche (3;) an einer Ma-
gnetronquelle zu verstellen, wird der Abstand eines Teiles (7.1, Tp1) der Magnetanordnung (7,, 7,) auf der Targetriickseite (3gr)
diesbeziiglich veréndert.
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Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguliren Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.



